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近年，薄膜材料としての水素化物，窒化物，酸水素化物，酸窒化物の研究が進められている．水

素化物は，高温超伝導やヒドリドイオン伝導の観点で注目されており，遷移金属酸窒化物は，主

に可視光応答型光触媒への応用で注目されている．我々は，これまでパルスレーザ堆積法（PLD）

を用いて，α-Al2O3 (0001)基板上への IV 族水素化物（TiH2，ZrH2，HfH2），IV 族窒化物（TiN，ZrN，

HfN），Ti の酸窒化物や水窒化物，ならび MgO (100)基板上への CrN や ScN [1]の薄膜成長と物性

評価に注力してきた．Table 1 に示す通り，これらの遷移金属化合物のほとんどは金属的性質を示

す．本発表では，PLD による薄膜成長プロセスについて述べた後，いくつかの顕著な物性につい

て紹介する． 
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Table 1.  Bonding nature of hydrides and nitrides. 
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